Z glebokim smutkiem zawiadamiamy, Ze 21 listopada 2025 r. zmart

Prof. dr hab. inz. Teodor Gotszalk

Dlugoletni pracownik Wydzialu Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemow Politechniki Wroclawskiej

Kierownik Katedry Nanometrologii.

Prof. dr hab. inz. Teodor Pawel Gotszalk urodzit si¢ 20.06.1966 r. we Wroctawiu. Studia ukonczyt w 1989 roku na Wydziale Elektroniki (Systemy Automatyzacji) oraz w 1991 roku na Wydziale
Elektrycznym (Metrologia Elektryczna) Politechniki Wroctawskiej. Od 1991 roku byt doktorantem w Instytucie Technologii Elektronowej PWr. Doktorat obronit w 1996 roku. Od 1.03.1997 roku byt zatrudniony
w ITE PWr na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego, nastepnie jako adiunkt w Katedrze Elektroniki Ciata Stalego Wydziatu Elektroniki Mikrosystemoéw i Fotoniki PWr. Stopien doktora habilitowanego
uzyskal w grudniu 2005 roku. W 2008 roku objat stanowisko profesora nadzwyczajnego PWr. W 2012 roku uzyskat tytut profesora nauk technicznych, a w 2015 roku profesora zwyczajnego. Od 2022 roku
cztonek korespondent Polskiej Akademii Nauk.

Wieloletni Kierownik Wydziatlowego Zaktadu Metrologii Mikro— i Nanostruktur, ktory to w 2006 roku przeksztalcit si¢ w Katedr¢ Nanometrologii.

W kadencji 2020-2024 byt cztonkiem Senatu Politechniki Wroctawskiej i cztonkiem Senackiej Komisji ds. Nauki i Wspotpracy.

Prof. dr hab. inz. Teodor Pawet Gotszalk byt ekspertem w zakresie nanometrologii, w szczegdlnosci w zakresie technik mikroskopii bliskich oddziatywan, skaningowej mikroskopii elektronowe;j i technik
zogniskowanych wigzek jondw. Byl specjalista w badaniach z wykorzystaniem urzadzen mikroelektromechanicznych (microelectromechanical systems, MEMS). Kierowat 15 projektami badawczymi
europejskimi i krajowymi. Autor ponad 240 publikacji w renomowanych czasopismach, cytowanych tacznie niemal 3000 razy. Byt takze promotorem 19 zamknietych przewodow doktorskich.

Stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) (tgcznie 30 miesi¢cy), Komisji Fulbrighta (4—miesigczny pobyt na Uniwersytecie w Albany) i Fundacji Kosciuszkowskiej (3—miesieczny
pobyt na Uniwersytecie w Berkeley). Pracowal w laboratoriach badawczo rozwojowych koncernu Siemens, National Physical Laboratory (NPL) w WIk. Brytanii i Instytucie Badan Materiatowych EMPA
w Thun w Szwajcarii.

Zostat nagrodzony przez Fundacje na rzecz Nauki Polskiej (1997 r.), koncern Siemensa Nagroda Promocyjng za rozprawe doktorska (2000 r.), Wydziat IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk
za najlepsza habilitacje mtodych pracownikéw naukowych (2007 r.). Wielokrotnie otrzymywal nagrody Rektora, Dziekana 1 Dyrektora Instytutu za swoja pracg na rzecz Uczelni. W 2008 roku otrzymat Ztota
Odznake Politechniki Wroctawskiej, a w 2011 roku Medal Srebrny za Dlugoletnig Stuzbg.

Za szczegolne zastugi dla o$wiaty 1 wychowania w roku 2019 zostat odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowe;.

Spolecznos¢ Wydzialu Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemow PWr,
Zegna zastuzonego pracownika naukowo-dydaktycznego, wyrozumialego i Zyczliwego opiekuna wielu pokolen studentow.
Uroczysto$ci pogrzebowe rozpoczna sie w piatek, 5 grudnia 2025 roku o godz. 10%
na cmentarzu przy ul. Grabiszynskiej we Wroclawiu.
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